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これまで我々は、種々の欠陥に起因するエピタキシャル膜表面の凹凸が酸化膜厚の変動を生じ、

ゲート酸化膜の信頼性やバリアハイトの低下につながることを報告してきた[1,2]。一方で、通常デ

バイス製造に用いられる犠牲酸化処理後のエピ表面の信頼性は明確となっていない。そこで、本

研究ではステップバンチングを有する表面において、犠牲酸化処理がゲート酸化膜信頼性に及ぼ

す影響を調査したので報告する。試料は、表面状態の異なる

2種の 3インチ 4°オフ n型エピタキシャルウェハである（図

１）。この表面に 100nm の犠牲酸化膜を成膜・除去後、ゲー

ト酸化（膜厚 42nm）を行い、ウェハ全面に Al ゲート MOS

キャパシタを作製した。ゲート酸化膜は 1200℃のドライ酸化

により形成し、1200℃の N2雰囲気中でアニールを行った。 

表１に F-N プロットの傾きから算出したバリアハイトを、図２に定電流ストレス TDDB 試験の

結果を示す。ステップバンチングが多く存在する Sample A では犠牲酸化処理を行うことで、バリ

アハイトは向上し、Qbd値も大きくなる。これは、ゲート酸化時に生じる酸化膜厚の変動が、犠牲

酸化処理を行うことで小さくなっているためと考えられる。一方で、Sample B では犠牲酸化処理

によるバリアハイト・ワイブル分布の変化は小さい。ただし、MOS キャパシタにステップバンチ

ングが含まれる領域（Qbd=1 付近）では、犠牲酸化処理によりワイブルプロットの傾きが急峻と

なり、信頼性が若干向上する。これは、Sample A同様、

酸化膜厚の変動が小さくなったためと考えられる。こ

れらのことから、犠牲酸化処理は酸化膜厚のばらつき

を抑制することで、信頼性向上に寄与すると言える。 

本研究は、NEDO 委託事業「低炭素社会を実現す

る新材料パワー半導体プロジェクト」の成果である。 
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BH(ave.) 標準偏差
as epi. 2.53 0.035

犠牲酸化 2.67 0.003
as epi. 2.73 0.004

犠牲酸化 2.74 0.004

(単位：eV)
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表１ 各試料のバリアハイト 

図１ 試料表面(as epi.)の 

共焦点微分干渉顕微鏡像 
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図２ 定電流ストレスTDDB測定結果 
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